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OEM:Valvo Transistor BFY90

SILIZIVM-NPN-PLANAR-EPITAXIAL-HF=-TRANSISTOR

mit niedrigem Rauschfaktor

Datasheet

fir professionelle Anwendungen bis in den Gigahertz-Bereich

5552025 —-
-2 Bl

Mechanische Daten:

Gehifuae: Metall, JEDEC TO0-18,
18 & 4 nach DIN 41 BTG

BFY 90

- max. 5,3 =minlZ 7=

Die Abschirmung & ist .‘1 —
mit dem Metallgehiinse o .
~ I
verbunden. E =5 =
Mallangaben in mm. ' —r—'
0,43%
Enrzdaten:
Kollektor-Sperrspannung 1".{:H g = max. 30 v
Eollektor-Emitter=Sperrapannung Urg 0 = max, 15 v
Kollektorstrom, Scheitelwert Ip y = max, 50 mA
Gesamtverlustleistung bei #; = 45 °C Pigg - max, 175 mW
Zperrachichttemperatur ¥ = max, 200 o
Gleichstromverstirkung .
i - = = Eheaald
bei Upp 1v, I 2 mA i}
Transit-Frequensz \
bei Upp = 6 W, Ip = 2 mA fp 1,0 GHz
i =BV, I = “ 1,3 GHz
bei Upp = 5 W, Ip = 25 mA Iy .
Rifckwirkungakapazitit ¢
bei Upp = 5 ¥V, Ip = 2 mA, £ = 1 MHz ~Cypg = 0,8 pF
CE H
Rauschfaktor <
bei Upp = 0V, Ip = 2 mA, “E = B0 @, f = 500 MAz F = 5 dB
bei Upp = 6 ¥, Ip = 2 mi, £ = 100 kfAz und .
Rauschanpassung F 2 4 dB
Ausgangaleistung .
bei Upp = 13,5 V, Ip = 22,56 mA, 3; = 25 °c, .
f = 500 MHz, Py = 25 mW Pa - 175 mW
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BFY 90

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &5 _ )

Eollektor-Sperrapannung bei Ip - 0: Upp g = max. 30V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Tp = 0 und I, = 10 mA: UCE g - max. 15V
Emitter-Sperrapannung bei I, 0: Upg ¢ = max. 2,5 V
Kollektorstrom, Mitielwert: IC Ay = max. 25 mA 1}
Kellektorsirom, Scheitelwert: Ip y =~ max. G50 mA
Gesamtverlustleistung: Piogt = wax. 200 =W
Sperrachichttemperatur: 3y = max. 200 °C
Lagerungatespe ratur: g = min. -65 °C
tg - max, 200 %
Wirmewideratand:
Wirmewideratand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bip U S 0,88 grd/mW
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehiduse: Riw L 0,58 grd/mW
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200 ! . = :
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H o2, % -
| L=l tﬁh
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- H.h
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g
ﬂﬂ
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]} Integrationszeit t, . - max, 100 ua
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BFY 90

Kennwerte: {hei EJ = 25 "CI aofern nicht anderas angegehtn}

Eollektor-Reststrom
bei Upg = 15 V, Ig = O Ieg g ° 10 oA *)

Eollektor-Emitter-Reststrom

bei Upg = 15 V, Ugy = O: Igg s = 10 bA
Basisatrom
bei Upg = 0, -1 2 mA: In = 13,2,,,77 A *)
bei Upg = @, -Ip = 25 mA: Iy - 200.,.1200 A )
Gleichstiromverstirkung
bei ”fE = 1V, If = 2 mA: B - 25,,..150
b i UCE =1V, Iﬁ 25 mA: B x 20,...125
Transit=-Frequenz 1]
bei Upp = 5V, Ip = 2 mA: I 2 1,0 GAz
bei Upg = 5 V, I = 25 mA: fy 2 1,3 GHz
Kollektorkapazitit °) _
bei Upg = 10V, Ip = 0, £ - 1 MAz: C, 2 1,5 pF
Emitterkapazitht
bei Ugy = 0,5 V, TIp = 0, f = 1 MHz: Co S 2 pF
Rickwirkungskapazitiat
bei Upp = 5V, Ip = 2mA, f = 1 MHz: Ciog O 0,8 pF
Rickwirkunga-Zeitkonstante 1}
bei Upg = 0V, -Ip =2 mA, T = 10,7 MAz: P Cyrg = 2,..12  p=
Rauvachfaktor ]}
bei Upp = 5V, Ip - 2 mh, £ = 100 kiiz 9): 3 $ 4 dB
bei Upp = 5V, Ip = 2 m\, £ = 200 MHz %): F L 3,5 dB
bei Upp = 6V, I, = 2 mi, I = 500 MHz, R, = 50 @: F 5 dn
Optimale Leistungeverstlirkung 4}
bei UCE = a3V, lﬂ = 2mh, £ = D00 MHz: Tp opt 22 dB
Vierpol-Keeffizienten
bei Upp = 6 ¥, Ip = 2 mA, [ = 500 MHz:
Elge = 16 m3 1¥12e] 1,55 m3 Eooe - 190 u3
bijp = 12 ms -pyg, = 1027 bya, = 6 mS
Cygp = 3,76 pF [ ¥aje] = 45 m% Conpg p = 1,9 pF
-921e - 75°
*} AQL = 0,65 % l] Anachlul & geerdet 2} Anschlul s offen

3 ; . @
) bei Rauschanpassung 4) Vo apt © |¥21el /(48 1800,)
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Kennwerte, Fortsetzung: {bei #; = 25 ]

Ausgangsleistung

bei Upp = 13,0 ¥

I = 22,5 mA

e = a5 °¢

f = B00 MHz

P1 . 25 mW:
P, < 175 mW

€y = 16 pF Ly = Kupferband 20 mm x 4 @@ x 1,5 mm
Chassisabstand 6 mm

Cy = 6 pF Ly, Lg = 10 Wdgn. 0,7 mm Cul, Innen-§ 4 mm
Cq 6 pF Ly = 1 Wdgn. 1,0 mm Cu, Innen-fi 8 mm
Cy = B pF Ly, Ly = 1 Wdgn. 1,0 mm Cu, Ionen-@ 7 mm

Intermodulationsabstand 680pF 750
bei UEE = 6 v
TE = 14 mi =]
R, = 37,58 c
f = 200 Mz Sr o &
aaul b= |
Uy = 100 mV . 1 o <
dpy = -53 dB . o
lnFT
L g &+
246V
o -
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